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PROCEDE DE COMMANDE D 1 UNE MEMOIRE E LE C TRON I QUE NON 
VOLATILE ET DISPOSITIF ASSOCIE 

5 

L' invention concerne les memoires elect roniques 
non volatiles, et en particulier les procedes de 
commande de cellules de memoire EEPROM presentant un 
transistor a grille flottante, comportant au moins une 

10 etape de fixation d'etat de la cellule. 

On rappelle que les memoires EPROM a grille 
flottante sont programmables electriquement mais ne 
sont pas effagables electriquement. Ces memoires sont 
effagables uniquement par rayons ultraviolets. Les 

15 memoires EPROM sont programmees en utilisant un 
phenomene d' agitation thermique dans le canal de 
conduction sous l'effet d'une saturation en courant . Ce 
phenomene est irreversible. 

Les memoires EEPROM sont programmables et 

20 effagables electriquement. Les memoires EEPROM sont 
programmees ou effacees par effet tunnel. Les tensions 
de programrnation et d'effacement sont habituellement 
produites par des circuits internes a la memoire, tels 
que des pompes de charge ou des multiplicateurs . 

25 Le document presente par messieurs et Plossu lors 

de la conference "43 rd IEEE symposium on Circuits and 
Systems, Lansing, Michigan" tenue du 8 au 11 Aout 2000 
decrit une cellule EEPROM dans laquelle on utilise un 
signal de commande reduisant le champ electrique de 

30 l'oxyde tunnel durant la programrnation et l'effacement 
de la cellule. 

Le document presente par messieurs Canet, 
Bouchakour, Harabech, Boivin et Mirabel lors de la 
conference "ISCAS-IEEE International symposium on 

35 Circuits and Systems, Sydney, Australie" decrit un 
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signal de commande permettant de reduire la duree de 
programmation . Les figures 2 et 3 representent 
schematiquement une cellule memoire et les tensions 
appliquees sur ses electrodes, respectivement lors 
5 d'une etape d'ef facement et lors d'une etape de 
programmation. Lors d' un ef facement, le substrat, le 
drain et la source sont mis a la masse, et une 
impulsion de tension positive est appliquee sur la 
grille de commande de la cellule memoire. On definit 
10 dans ce cas le rapport entre le potentiel de la grille 
flottante et le potentiel de la grille de commande par 
la formule suivante : Kc= Cpp/ (Cpp+Ctun-f Cox) , Cpp etant 
la capacite de couplage entre grille de controle et 
grille flottante, Ctun etant la capacite entre le drain 
15 et la grille flottante, et Cox etant la capacite entre 
la grille flottante et le substrat. La tension de 
tunnel est alors definie par Vtun = Kc * Vg, Vg etant 
la tension appliquee sur la grille. Lors d'une 
programmation, la grille de commande et le substrat 
20 sont mis a la masse, la source est flottante, et une 
impulsion de tension positive est appliquee sur le 
drain. On definit dans ce cas le rapport entre le 
potentiel de la grille flottante et le potentiel de la 
grille de commande par la formule suivante : Kw- 
25 Ctun/ (Cpp+Ctun+Cox) . La tension de tunnel est alors 
definie par Vtun - (1-Kw) * Vd, Vd etant la tension de 
drain . 

Ces memoires EE PROM et leur procede de commande 
presentent des inconvenients. Pour maintenir une meme 

30 charge injectee et des performances similaires, un tel 
signal de commande optimise implique une augmentation 
de la tension de polarisation du drain ou de la grille. 
II est difficile de realiser une alimentation de la 
matrice memoire generant un niveau de tension de 

35 polarisation suffisamment eleve. En outre, cette 



1 er depot 



3 

cellule memoire subit un phenomene d'effet tunnel entre 
bandes de conduction, appele BTBT en anglais, a 
1'origine d'une augmentation de la consommation de la 
cellule. Par ailleurs, les impulsions de programmat ion 
5 et d'effacement optimisees sent delicates a generer et 
compliquent 1 f alimentation associee . 

II existe done un besoin, que l 1 invention vise a 
satisfaire, pour un procede de commande d'une memoire 
EEPROM et un dispositif electronique susceptible de 

10 mettre en oeuvre ce procede, qui resolvent un ou 
plusieurs de ces inconvenients. 

Le procede de l r invention, par ailleurs conforme a 
la definition generique qu'en donne le preambule ci- 
dessus, est essentiellement caracterise en ce que 

15 1 1 etape de fixation d'etat comprend 1 1 application 
simultanee d' impulsions de tensions de polarites 
opposees respect ivement sur le drain et sur la grille 
de commande du transistor a grille flottante, les 
impulsions presentent une premiere portion presentant 

20 une pente superieure a K* 8MegaVolt/s, une deuxieme 
portion presentant une pente comprise entre K* 
IKiloVolt/s et K*l MegaVolt /s , avec K-l lorsque 
l 1 impulsion a une polarite positive, K=-l lorsque 
l 1 impulsion a une polarite negative. 

2 5 Selon une variante, les impulsions presentent en 

outre une troisieme portion presentant une pente 
sensiblement nulle . 

Selon encore une variante, les impulsions 
presentent en outre une quatrieme portion presentant 

30 une pente inferieure a K*16MegaVolts/s . 

Selon une autre variante, au moins une etape de 
fixation d'etat est une etape de programmat ion dans 
laquelle : 

- la tension appliquee sur la grille de commande 
35 est negative; et 
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- la tension appliquee sur le drain est positive. 

Selon encore une autre variante, au moins une 
etape de fixation' d'etat est une etape d'ef facement 
dans laquelle : 
5 -la tension appliquee sur la grille de commande 

est positive; et 

-la tension appliquee sur le drain est negative. 
On peut encore prevoir que les tensions appliquees 
simultanement sur la grille de commande et sur le drain 
10 ont une meme amplitude. 

Selon une variante, le transistor presente un 
substrat (B) , et le procede comprend en outre une etape 
d r application de la tension du drain sur le substrat, 
au moins lors de ladite etape de fixation d'etat de la 
15 cellule. 

Selon une autre variante, les polarites des 
tensions appliquees sont definies par rapport a une 
tension de reference et le substrat presente une masse 
dont la tension est la tension de reference. 

20 Selon encore une variante, les amplitudes desdites 

tensions appliquees sont inferieures a 10 volts. 

Selon encore une autre variante, la difference de 
potentiel entre la grille de commande et le drain est 
comprise entre 12 et 16 volts lors de 1 1 application 

25 simultanee des tensions. 

On peut egalement prevoir que la cellule presente 
en outre un transistor de selection, dont la source est 
connectee au drain du transistor a grille flottante et 
qu'une tension inferieure a 12 volts est appliquee sur 

30 la grille du transistor de selection, le cas echeant 
lors de 1 1 etape de programmation ou d'ef facement de la 
cellule . 

Selon une variante, la tension appliquee sur le 
drain du transistor de selection presente la meme 
35 polarite que la tension appliquee sur le drain du 
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transistor a grille flottante lors de ladite etape de 
fixation d'etat. 

L' invention concerne egalement un dispositif 
electronique comprenant au moins une cellule memoire 
5 EEPROM et une alimentation de la cellule, le dispositif 
etant susceptible de mettre en oeuvre le procede decrit 
precedemment . 

Selon une variante, le dispositif electronique est 
realise sur un substrat de type P, la cellule presente 
10 un transistor a grille flottante realise sur la surface 
d'un caisson de type P, et le dispositif electronique 
presente un caisson d'isolement de type N separant le 
caisson de type P du substrat de type P. 

L 1 invention sera mieux comprise a la lecture de la 
15 description qui suit et a 1 ? examen des figures qui 
1 1 accompagnent . Les figures montrent : 

-figure 1, un exemple de structure d'une cellule 
memoire ; 

-figure 2, un schema representant les tensions 
20 d'effacement appliquees sur une memoire de 1 ' etat de la 
technique ; 

-figure 3, un schema representant les tensions de 
programmat ion appliquees sur une memoire de 1 1 etat de 
la technique; 

25 -figure 4, un schema representant les tensions 

d'effacement appliquees sur une cellule memoire selon 
un mode de realisation de 1' invention; 

-figure 5, un schema representant les tensions de 
programmat ion appliquees sur une cellule memoire; 

30 -figure 6, un diagramme representant une impulsion 

de tension optimisee appliquee sur une electrode de la 
cellule memoire pendant une etape de fixation d'etat; 

-figure 7, un schema representant un exemple de 
structure d'une cellule memoire. 
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Les valeurs des tensions indiquees par la suite 
correspondent a des tensions de crete. L ' invention 
propose d'appliquer simultanement des tensions de 
polarites opposees respectivement sur le drain et la 
5 grille de commande du transistor a grille flottante de 
la cellule memoire EEPROM, lors d'une etape de fixation 
d'etat -qui est soit une etape d'effacement soit une 
etape de programmat ion . Les tensions appliquees sont 
des impulsions presentant une forme optimisee definie 
10 par la suite. On peut ainsi repartir la tension de 
polarisation entre la grille de commande et le drain 
lors de l f etape de fixation d'etat. On facilite en 
outre la generation des impulsions optimisees. 

La figure 1 represente un exemple de structure 
15 d'une cellule memoire EEPROM 1. La cellule memoire 
presente un transistor de selection Msel et un 
transistor de memorisation et de lecture Mlec a grille 
flottante. Le transistor Msel connecte selectivement le 
drain DF du transistor Mlec a une ligne de bit non 
20 representee. Le transistor Mlec presente deux grilles 
empilees: une grille inferieure flottante FG, et une 
grille superieure de commande CG . Ces deux grilles sont 
separees par un oxyde interpolysilicium. 

Le transistor Mlec comporte une fenetre tunnel tu, 
25 d'une epaisseur de 1 ' ordre de 80 nm, intercalee entre 
la grille flottante FG et le drain DF. La fenetre tu 
laisse passer un courant tunnel entre le drain et la 
grille flottante du transistor Mlec, lorsque la tension 
entre les faces de 1 1 oxyde tunnel depasse un seuil 
30 critique. Cette tension correspond a un champ 
electrique de 1 1 ordre de 10. 10 6 V/m. Selon que la 
tension est positive ou negative, la grille flottante 
se charge positivement ou negat ivement . L'empilement 
des grilles CG et FG forme un condensateur , aux bornes 
35 duquel apparait alors une difference de potentiel 
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permanente. La conduction du transistor Mlec depend de 
la charge dans la grille flottante. Lorsque les 
transistors Msel et Mlec sont passants, le courant 
entre la source S du transistor Mlec et le drain DS du 
5 transistor Msel depend de l'etat de programmat ion de la 
cellule, determine par la charge. Une tension de 
lecture de reference est appliquee sur la grille CG, 
puis le courant est mesure et compare a une valeur de 
reference. La comparaison fournit une information 

10 binaire sur l'etat de programmat ion de la cellule. Le 
courant de reference correspond au courant obtenu pour 
une tension seuil vierge de charge de la cellule 
EE PROM . Cette tension correspond au cas ou la grille 
flottante est dechargee. 

15 Les figures 4 et 5 representent une cellule 

memoire EEPROM comprenant de fagon connue en soi un 
transistor de selection Msel, un transistor de 
memorisation et de lecture Mlec a grille flottante, et 
un substrat B. Le transistor a grille flottante Mlec 

20 presente une grille de commande CG, une grille 
flottante FG, une source S et un drain DF. Le 
transistor Msel presente une grille de selection SG, un 
drain DS et une source DF connectee au drain du 
transistor Mlec. 

25 Les diagrammes entoures en traits discontinus 

correspondent aux tensions appliquees sur les 
electrodes de la cellule. Les etapes d' ef facement et de 
programmation sont assimilees a des etapes de fixation 
d'etat de la cellule. Lors d' une etape de fixation 

30 d'etat, on applique simultanement des tensions de 
polarites opposees respectivement sur le drain et sur 
la grille de commande du transistor. 

Ainsi, pour une difference de potentiel 
predetermines appliquee entre la grille de commande CG 

35 et le drain DF, on reduit 1' amplitude des tensions 
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appliquees respectivement sur la grille de commande CG 
et sur le drain DF. Cette repartition des tensions 
appliquees sur les electrodes lors d'une etape de 
fixation d'etat permet d'utiliser une alimentation de 

5 cellule moins couteuse et presentant une consommation 
electrique moindre. On peut notamment utiliser des 
pompes de plus faible puissance en sortie de cellule. 
Cette repartition des tensions permet egalement 
d'attenuer ou de supprimer l'effet tunnel par courbure 

10 des bandes de conduction -aussi appele BTBT pour Band 
To Band Tunneling en anglais-. Cette repartition des 
tensions permet en outre de reduire la tension 
appliquee sur la grille de selection du transistor de 
selection Msel, le cas echeant. On peut notamment 

15 appliquer une tension inferieure a 12 Volts sur la 
grille du transistor de selection lors des etapes de 
fixation d'etat. 

Comrae on peut le constater sur les figures 4 et 5, 
une alimentation applique en pratique une tension d'une 

20 polarite donnee sur le drain DS du transistor Msel. La 
grille de selection SG etant alimentee pour rendre le 
transistor Msel passant lors d'une etape de fixation 
d'etat, la polarite appliquee sur le drain DS est 
egalement appliquee sur le drain DF du transistor Mlec. 

25 La figure 4 represente la cellule memoire 1 et les 

tensions appliquees sur ses electrodes lors d'une etape 
d' effacement. La tension appliquee sur la grille de 
commande CG passe alors d'une tension de reference a 
une tension positive. La tension appliquee sur le drain 

30 DS, et done egalement la tension appliquee sur le drain 
DF, passe d'une tension de reference a une tension 
negative. On applique ainsi simultanement une tension 
positive sur la grille de commande CG et une tension 
negative sur le drain DF. 
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La figure 5 represente la cellule memoire 1 et les 
tensions appliquees sur les electrodes lors d'une etape 
de programmation. La tension appliquee sur la grille de 
commande CG passe alors d'une tension de reference a 
5 une tension negative. La tension appliquee sur le drain 
DS, et done la tension appliquee sur le drain DF, passe 
d'une tension de reference a une tension positive. On 
applique ainsi simultanement une tension negative sur 
la grille de commande CG et une tension positive sur le 

10 drain DF. 

Les tensions appliquees sur le drain, la source, 
la grille de commande ou sur le substrat, lors d'une 
etape de fixation d'etat, sont des impulsions et 
presentent alors un diagramme temporel tel que 

15 represente a la figure 6. Dans les formules suivantes, 
K est un coefficient defini par K=l lorsque 1' impulsion 
a une polarite positive, K=-l lorsque l 1 impulsion a une 
polarite negative. L' impulsion 2 presente une premiere 
portion 11 presentant une pente superieure a K* 

20 8MegaVolt/s . Cette pente permet d'etablir rapidement 
l'effet tunnel dans le transistor a grille flottante. 
Une etape de fixation d'etat peut ainsi etre acceleree. 
Une deuxieme portion 12 succede a la premiere portion 
et presente une pente comprise entre K* IKiloVolt/s et 

25 K*l MegaVolt/s . La deuxieme portion sert a fixer le 
courant tunnel. On choisit dans cette plage une pente 
sensiblement proportionnelle a la Vitesse souhaitee de 
la cellule. Lorsqu'on conserve la pente de la deuxieme 
portion dans cette plage, on ameliore la fiabilite de 

30 la cellule memoire. Le passage de la premiere portion a 
la deuxieme portion est de preference realise juste 
avant le passage du courant tunnel. Une troisieme 
portion 13 succede a la deuxieme portion et presente 
une pente sensiblement nulle. Cette troisieme portion 

35 permet de compenser des variations de 1' impulsion lors 
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du fonctionnement de la cellule. Cette portion garantit 
en effet que les premiere et deuxieme portions ont ete 
executees en integralite. Une quatrieme portion 14 
succede a la troisieme portion et presente une pente 
5 inferieure K*16MegaVolts/s . On utilise de preference 
une telle pente pour reduire le temps d' ecriture ou 
d'effacement de la cellule. 

De telles impulsions sont generees plus aisement 
lorsqu'on applique simultanement des tensions de 

10 polarites opposees respect ivement sur le drain et la 
grille de commande du transistor a grille flottante, 
lors d'une etape de fixation d'etat. En effet, comme 
les amplitudes des tensions appliquees sur ces 
electrodes sont plus reduites, les contraintes sur 

15 1 ' alimentation pour generer de telles pentes sont 
reduites. Ainsi, pour des pentes donnees des parties 1 
ou 4 de 1' impulsion, on peut utiliser une alimentation 
de structure simplifiee et moins couteuse. 

Les differences de potentiel entre la grille de 

20 commande CG et le drain DF ou DS sont de preference 
egales lors d'une etape de programmat ion et lors d'une 
etape d'effacement. On utilise generalement des 
tensions adequates pour que le champ electrique dans 
1'oxyde tunnel soit identique en valeur absolue, lors 

25 des etapes de programmation et d'effacement. On adapte 
alors les tensions sur la grille de commande CG et sur 
le drain DF en fonction des coefficients de couplage 
respectivement en programmation et en effacement. On 
peut ainsi charger la grille flottante de fagon 

30 identique en valeur absolue lors d'une etape de 
programmation et lors- d'une etape d'effacement. 
L' incidence d'une perte de charge sera ainsi identique 
pour les deux etapes de fixation d'etat. Si en outre on 
utilise des amplitudes egales sur la grille de commande 

35 CG et sur le drain DF, on centre les tensions 
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d ' ef f acement et de programmat ion par rapport a une 
tension de lecture. 

On peut egalement envisager une etape de fixation 
d'etat durant laquelle les tensions appliquees 

5 simultanement sur la grille de commande et sur le drain 
DF ont une meme amplitude. Cette alternative permet 
egalement de simplifier 1 ' alimentation . Une meme source 
de tension dont on modifie la polarite peut alors etre 
utilisee pour alimenter la grille CG et le drain DF. 

10 Cette alternative permet egalement d'utiliser des 
tensions d ? amplitude minimale sur la grille de commande 
et sur le drain DF. En effet, 1' amplitude des tensions 
appliquees sur la grille CG et sur le drain DF vaut 
alors la moitie d'une difference de potentiel 

15 predetermines appliquee entre la grille de commande CG 
et le drain DF. 

On applique egalement de preference une difference 
de potentiel nulle entre le drain DF ou le drain DS et 
le substrat B, lors d'une etape de fixation d'etat de 

20 la cellule. La tension du substrat B peut notamment 
etre la tension d'un caisson d'isolement de type N du 
substrat. Ainsi, dans le cas ou le drain DS presente un 
dopage N et ou le caisson d'isolement presente un 
dopage N, on reduit la consommation de courant sur le 

25 drain. Par ailleurs, lors d'une etape de programmation, 
une tension positive est appliquee sur le caisson 
d'isolement de type N du substrat. On supprime alors 
1' effet substrat du transistor de selection Msel, ce 
qui permet d' utiliser de fagon optimale le niveau de 

30 sortie d'une pompe de 1' alimentation de la cellule. 
Avec les definitions donnees precedemment de Kc et Kv;, 
on obtient alors dans ce cas les equations suivantes: 
Kc= Cpp/ (Cpp+Ctun+Cox) 
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Kw=(Ctun + Cox) / (Cox+Ctun+Cpp) car la difference 
de potentiel entre le drain DS et la grille de commande 
CG est nulle. 

La relation Kc + Kw = 1 est alors verifiee pour 
5 les etapes de fixation d'etat de la cellule. 

La difference de potentiel de tunnel Vtun, 
appliquee entre le drain DS et la grille de commande CG 
verifie alors la relation Vtun- Kc*Vg -(l-Kw)*Vd, puis 
la relation Vtun=Kc* (Vg-Vd) , Vg etant la tension de la 
10 grille de commande et Vd etant la tension du drain DS . 
Cette derniere relation permet de determiner les 
tensions Vd et Vg a appliquer durant une etape de 
fixation d'etat, pour une difference de potentiel Vtun 
predetermines . 

15 Dans l'exemple represents, la source S et le drain 

DF sont sensiblement au meme potentiel lors des etapes 
d'effacement et de programmation. On peut egalement 
laisser la source S flottante lors des etapes 
d'effacement et de programmation. Cette alternative 

20 permet de reduire ou supprimer les perturbations sur 
d'autres cellules memoires non select ionnees durant les 
etapes de fixation d'etat de la cellule 1. 

Pour determiner la polarite des tensions 
appliquees sur les electrodes de la cellule, on utilise 

25 comme tension de reference les niveaux de tension 
d' electrode utilises pendant une etape de lecture. On 
peut egalement utiliser la tension de la masse du 
substrat comme tension de reference. 

L T invention permet d ! utiliser des tensions 

30 inferieures a 10 Volts sur la grille de commande et sur 
le drain DF ou le drain DS . Ces tensions permettent 
d 1 utiliser une alimentation de cellule moins couteuse 
et presentant une consommation electrique moindre, 
comme cela a ete decrit precedemment . De telles 

35 tensions permettent de maintenir une difference de 
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potentiel Vtun comprise entre 12 et 16 Volts. Ces 
tensions permettent done de maintenir une difference de 
potentiel Vtun sensiblernent egale a celles utilisees 
dans 1 1 etat de la technique. Le champ electrique genere 
5 entre la grille flottante et drain DF est done 
sensiblernent identique aux champs electriques generes 
dans l'etat de la technique. Le f onct ionnement de la 
cellule memoire n'est done pas altere par des tensions 
de grille de commande et de drain inferieures a celles 

10 utilisees dans 1 1 etat de la technique. 

Des tests ont ete effectues avec les parametres 
suivants: | Vg | = 7V, | Vd | = 7V, |Vsg|= 16 V, | Vb | = 7 V et 
I Vs | = 7 V et des impulsions d'une duree de 4 
millisecondes. On a constate que la longevite de la 

15 cellule memoire n'etait pas affectee par le procede de 
commande de 1' invention. 

L 1 invention porte egalement sur un dispositif 
electronique comprenant une cellule memoire EEPROM et 
une alimentation de la cellule memoire. Le dispositif 

20 est conforme pour mettre en ceuvre un quelconque des 
procedes de 1 ' invention decrite. La figure 7 represente 
schematiquement un exemple de cellule memoire mettant 
en oeuvre 1' invention. La cellule memoire presente de 
fagon connue en soi un transistor Msel, un transistor 

25 Mlec. Ces transistors sont realises sur un caisson de 
type P identifie par CP. Des zones de puits formant des 
caissons d'isolement NW s'etendent sur la peripherie du 
caisson CP. La cellule memoire presente en outre un 
caisson d'isolement de type N identifie par CIN, 

30 joignant les puits Nw. Le caisson d'isolement CIN isole 
le caisson CP d'un substrat de type P identifie par SP. 
Le caisson d'isolement CIN permet 1 ' application de 
tensons de polarites opposees sur la grille de commande 
CG et sur le drain DS ou DF. L ' homme de metier saura 

35 en pratique adapter 1 r alimentation des differentes 
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electrodes de la cellule memoire pour mettre en oeuvre 
ces procedes. 

Bien qu'on ait decrit jusqu'alors une cellule 
memoire munie d'un transistor a grille flottante et 

5 d'un transistor de selection, on peut egalement 
envisager d ! appliquer 1' invention a une cellule memoire 
ne presentant pas de transistor de selection. Par 
ailleurs, bien qu 1 on ait decrit des polarites associees 
respectivement a l'effacement et a la programmation, on 

10 peut egalement envisager de permuter les polarites 
d'effacement et de programmation. 
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RE VEND I CAT I ON S 



Procede de cornmande d'une cellule de memoire EEPROM 
(1) presentant un transistor a grille flottante 
(Mlec) , le procede presentant au moins une etape de 
fixation d'etat de la cellule (1), 
-caracterise en ce que : 

-1' etape de fixation d'etat comprend 1 ' application 
simultanee d 1 impulsions de tensions de polarites 
opposees respect ivement sur le drain (DF, DS) et 
sur la grille de cornmande (CG) du transistor a 
grille flottante (Mlec) ; 
-les impulsions presentant : 

-une premiere portion (11) presentant une 

pente superieure a K* 8MegaVolt/s; 

-une deuxieme portion (12) presentant une 

pente comprise entre K* IKiloVolt/s et K*l 

MegaVolt/s; 

avec K=l lorsque l f impulsion a une polarite 
positive, K=-l lorsque 1' impulsion a une 
polarite negative . 



Procede selon la revendicat ion 1, caracterise en ce 

que les impulsions presentent en outre une troisieme 

portion (13) presentant une pente sensiblement 
nulle . 



Procede selon la revendicat ion 2, caracterise en ce 
que les impulsions presentent en outre une quatrieme 
portion (14) presentant une pente inferieure a 
K*16MegaVolts/s. 



Procede selon 1 1 une quelconque des revendicat ions 
precedentes, caracterise en ce qu'au moins une etape 
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de fixation d'etat est une etape de programmation 
dans laquelle: 

- la tension appliquee sur la grille de commande 
est negative; et 

- la tension appliquee sur le drain est positive. 

Procede selon l'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce qu T au moins une etape 
de fixation d'etat est une etape d'effacement dans 
laquelle : 

-la tension appliquee sur la grille de commande 
est positive; et 

-la tension appliquee sur le drain est negative. 

. Procede selon l'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que les tensions 
appliquees simultanernent sur la grille de commande 
et sur le drain ont une meme amplitude. 

Precede selon l'une quelconque des revendications 

precedentes, caracterise en ce que : 

-le transistor presente un substrat (B) ; 
-le procede comprend en outre une etape 
d 1 application de la tension du drain sur le 
substrat, au moins iors de ladite etape de 
fixation d T etat de la cellule. 

. Procede selon la revendication 7, caracterise en ce 
que : 

- les polarites des tensions appliquees sont 
definies par rapport a une tension de 
reference; 

- le substrat presente une masse dont la tension 
est la tension de reference. 
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9. Procede selon 1 1 une quelconque des revendicat ions 
precedentes, caracterise en ce que les amplitudes 
desdites tensions appliquees sont inferieures a 10 
volts . 



10. Procede selon 1 1 une quelconque des revendicat ions 
precedentes, caracterise en ce que la difference de 
potentiel entre la grille de commande et le drain 
est comprise entre 12 et 16 volts lors de 
1 1 application simultanee des tensions. 

11. Procede selon 1 1 une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que : 

-la cellule presente en outre un transistor de 
selection (Msel) , dont la source (S) est connectee 
au drain (DF) du transistor a grille flottante 
(Mlec) ; 

-une tension inferieure a 12 volts est appliquee 
sur la grille du transistor de selection, le cas 
echeant lors de 1 1 etape de programmation ou 
d'effacement de la cellule. 



12. Procede selon la revendication 10, caracterise en 
ce que la tension appliquee sur le drain du 
transistor de selection presente la meme polarite 
que la tension appliquee sur le drain du transistor 
a grille flottante lors de ladite etape de fixation 
d 1 etat . 



13. Dispositif electronique : 

-comprenant au moins une cellule memoire EEPROM 
(1) et une alimentation de la cellule; 
-susceptible de mettre en ceuvre le procede de 
1'une quelconque des revendications precedentes. 
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9. Procede selon 1 1 une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que les amplitudes 
desdites tensions appliquees sont inferieures a 10 
volts . 

5 

10. Procede selon 1 1 une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que la difference de 
potentiel entre la grille de commande et le drain 
est comprise entre 12 et 16 volts lors de 

10 1 1 application simultanee des tensions. 

11. Procede selon 1 1 une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que : 

-la cellule presente en outre un transistor de 
15 selection (Msel), dont la source (S) est connectee 

au drain (DF) du transistor a grille flottante 
(Mlec) ; 

-une tension inferieure a 12 volts est appliquee 
sur la grille du transistor de selection, le cas 
20 echeant lors de 1 ' etape de programmat ion ou 

d T ef f acement de la cellule. 

12. Procede selon la revendication 11, caracterise en 
ce que la tension appliquee sur le drain du 

25 transistor de selection presente la raeme polarite 

que la tension appliquee sur le drain du transistor 
a grille flottante lors de ladite etape de fixation 
d'etat. 

30 13. Dispositif electronique : 

-comprenant au moins une cellule memoire EEPROM 
(1) et une alimentation de la cellule; 
-susceptible de mettre en oeuvre le procede de 
l'une quelconque des revendications precedentes. 



35 
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14. Dispositif electronique selon la revendication 13, 
caracterise en ce que : 

-le dispositif electronique est realise sur un 
substrat de type P; 
5 -la cellule presente un transistor a grille 

flottante realise sur la surface d'un caisson de 
type P; 

-le dispositif electronique presente un caisson 
d'isolement de type N separant le caisson de type 
10 P du substrat de type P. 
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